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Fototransistor IRET
SP211

5ilisium-npn-Flanar-Fototransistor in einem Durch seine ginstigen duBeren Abmessungen

Hetall-Eeramik-Gehiduse mit linsenfirmigen wird der Aufbau von Fototransistorzeilen
Glasfenster fir frontalen Lichteintritt. und -matrizen mit einem Rastermal won
Der Pototransistor SP 211 ist auf Grund 2,5 ma mdglich.

geiner GehHdusekonstruktion Uberall dort Die spektrale Empfindlichkelt des SP 211
vorteilbaft ansuwenden, wo fotoelektrische iat dem Einsatz in Verbindung mit GeAs-

Empfinger in Verbindung mit doppeltkaschier- Lumineszenzdioden angepafit.
ten Leiterplatten eingesetzt werden.

Kenngréifen bel & = 25 %
Eollektorstrom win.

’ m&X.
bel Ea z 0
Ug = 25 V T - 0,1 pA
ch = 50 ¥ Iclﬂ - 100 HA
Eollektoratrom
bel E, = 1000 1x")
UCE = 5Y B8P 211 Ic 0,25 - mi
A Ta 0,40 0,80 mA
B I, 0,63 1,25 LA
c Xq 1,00 2,00 mA
D I, 1,60 3,20 mA
SEttigungespannung
vei E, = 1000 1x"
IG = 100 b UC'E - - '}
Emi tter-Kollektor-Strom
beiE, =0
Uge = 7 V Ieco - 100 HA
Wellenlinge der max.
gpektralen Empfindlichkeit . S— 800 950 nm

BEpektraler Empfindlich-
keitsbereich - 450...17050 - nm



Uffnungswinkel der min. MAX .
Richteharakteristils) 20

Sehielwinkel?) 12 o
Kapazitiét
bel E& = 0
Upg = 5 V Coot - - PR
Bchaltzeiten
bel 1G = B0OO pa, DB =35Y
RL = 1 k2
Verzigerungszeit % - 5 +)
gerungsze a p-”
Anstiegszeit - 10 pa
Speicherzeit tg - 1,5 Pl4}
Abfallzeit ty - 10 ns®)
Gesamtwirmewiderstand Rey - 2 K/mW
frenzkennwerte bel & = <65 bis 125 % min. max.
inllektor-Emi tter-Spannung UGE = 50 v
#ollektor-Emitter-Spitzenspannung ucll - - 50 v
Emitter-Kollektor-Spannung EEED - 9 v
Gesamtverlustleistung bei -65 bis 25 “C P - 50 oW
Betricbstemperaturbereich *i - 65 125 %
lagerungetemperaturbereich aitg - 65 150 %
(vis zu 30 Tagen)
Kolektor, vergoldet,  Emitter, vergoldst,
lotbar {Gthar
J
= A
* = o ——
9 Masse: 0,03 g
L W Standard: TGL 32116
1) pemessen mit einer Wolframfadenlampe bei ei-
uer Farbtemperatur von 2856 °E (Normlicht-
art A nach TGL 32076) in Richtung der geo-
metrischen Achse
23 Abfall der Empfindlichkeit auf 50 % des Wer-
tes in Riehtung der geometrlschen Achse
1) Dop Maximum der Empfangscherakteristik liegh
innerhalb eines Kegels mit halben (ffnungs-
winkel von 12° bezogen auf die mechanische
Achse
") Lyp. Werte alehe Darstellung der Abhingig- Inderungen vorbehalten!
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Prinzipschaltung sur Ermittl der Schalt-
geiten des Si-Fototransistora 211
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Mittlere normierte Kapazitit des 8i-Foto-
trangistors SF 211 in Athingigkeit der
Eollektorspannung. Beleuchtungsstirkes Ea=0
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Hormierte maximale Verluatlelstung des 5i-
Fototranalietors 8P 211 in Abhingigkelt von
der Umgebungatemperatur.
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Mittlerer normierter Kollektorstrom des Si-
Fototransistors SP 211 bel E = 1000 1x in
Abhidngigkelt won der bungatemperatur.
Farbtemperatur 2856 °K (Normlichtart A).
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Mittlerer Kollektorstrom des Si-Fototran-
sistore SF 211 bei Ep = 0 in Abhiéngighelt
der Eollektorspannung.

Parameter: Umgeb emperatur
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Eittlerer Eollektorstrom ﬂug S5i-Fototran-
sistors 5P 211 bei = 25 “C und E=1000 1x
in Abhiingigkeit der Kollekbtorspannung.
Farbtemperatur 2856 K (Normlichtart A).
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Eittlerer Kollektoratrom des S5i-Fototran-
sigtors SF 2711 bel Ey = 1000 1x in Abhén-
T-frkeit von der Umgebungzstemperatur.
‘arbtemperatur 2856 K (Nermlichtart A).
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Mittlerer Kollekborstrom des Si-Fototran-
sistors 8P 211 bel E, = O in AbhSngigkelt

der Umgeb stemparatur.
Parameter: llektorspannung
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Mittlerer Kollektoratrom des Si-Fototran-
sistors SP 211 bei ¥, = 25 OC in Abhiingig-
kelt wvon der Eollektor-Emitter-Spann .
Farttemperatur 2856 9K [Homliuhtm“n?.
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Mittlerer Eollektorstrom des Si-Fototran- Mittlerer EKollektorstrom des inl-‘ctutrun—
sistors 5P 211 A bel & = 25 90 in Abhiin- sistors 5P 211 D bel ﬁ'a = 25 % in Abhiin-
gkelt der Kollektorspannung. gkelt der Knllak-l;ugspm u
arbtemperatur 23856 O (Normlichtart A) arbtemperatur 2856 “K (Normlichtart i)
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Mittlurer Eollektorstrom des Si-Fototran-
gistors 5P 211 B bel &, = 25 9C in Abhén- 2
glgkait dar Iullukbususpang::f.
arbtemperatur 2856 (Normlichtart A)
Farameter: Beleuchtungsstirke E‘u' ¥
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1
‘I'" Mittlerer Kollektorstrom des Si-Fototran-
LfA aistors 8P 211 A in Abhingigkeit der
L Beleuchtungsstiarke.
\ L = Fllea) Farbtemperatur 2856 °K (Normlichtart A)
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Mittlerer Kollektorstrom des Si-Fototran-
sistors SP 211 B in Abhingigkelt der Be-
leuchtungsatirke,

Farbtemperatur 2856 9K (Normlichtart 4)
Parameter: Kollektorspannung Ues
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Mittlerer Kollektorgtrom dea Si-Fototran-
glstors SF 211 C in Abhingigkeit der Be-
leuchtungsetiirke.

Farbtemperatur 2656 %K (Normlichtart 4)
Farameter: Kollektorspannung U..
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Hittlerer Kollektorstrom des Bi-Fototren-
sistors SF 211 D in Abhiéngigkeit der Be-
leuchtungestirke.

Farbtemperatur 2856 9K (Normlichtart 4)
Paremeter: Kollektorspannung UGE
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Uittlere Schaltzeiten des S5i-Fototran-
sistors SF 211 A in Abhingigkeit vom
KEollaktoratrom.
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Mittlere angs
Pototrangigtors 5P 211.
8 = O entepricht der optischen Achse.
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Hittlere normierte spektrale Empfindlich-

keit des Si-Fototransistors 3P 2191,
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